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1. 概要（Summary ）： 

東京大学・微細加工プラットフォームの公開装置で

あるステルスダイサーを利用して、シリコンウェハー

のダイシングを実施した。ステルスダイサーは切削加

工ではないため、従来のブレードダイサを上回る寸法

精度でウェハーのチップ化ができる可能性がある。寸

法精度には、断面平滑性とステージの機械的位置決め

精度とが重要な因子ではあるが、実際のプロセスでは

ブレーキング時に生じるチッピングにより寸法精度

の劣化やコンタミ発生などが一つの問題である。今回

はチッピングを防止するために、エキスパンドのみで

チップ化するブレークレスダイシングの条件を調査

した。 
 

2. 実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

ステルスダイサー（DISCO 製 DFL7340） 
【実験方法】 
今回は Si ウェハーは両面研磨の 6 インチ Si(100) 

500 µmtを使用して検討を実施した。今回検討したレ

ーザーパワーは、経験的に得られている Si ウェハー

の切断下限と、装置限界とを考慮して決めた。 
 

3. 結果と考察（Results and Discussion） 
 昨年度の検討ではレーザパワーの低減とステージ

走査速度の低減が断面平滑性の向上に効果があるが、

低速のステージ走査速度ではブレーキングが必要で

あることが分かった。レーザーは一定周波数でパルス

光を発しているためにステージ走査速度を低速化し

たことで、レーザー打ち込みの隣接間距離が短くなり

高温化による再融着現象が起きたか、改質層の密な凹

凸によりアンカー効果が発現するなどして、エクスパ

ンドのみではチップ化せずブレーキングが必要とな

った可能性を考えていた。 
 今回はブレーキングが必要となるもう一つの要因

である表面の未改質層に着目した。ステルスダイシン

グではレーザーアブレーションによるパーティクル

発生防止のために、表面近くを未改質のまま残すこと

が一般的である。今回はこの未改質層の厚さを従来の

30 μmからさらに薄くすることで、ブレーキング工程

を省略することができた。従来レーザーパワーが高い

状態でブレーキングが必要なかったのは、高いパワー

で改質では低パワーによる改質に比較して改質層が

大きく膨張し、未改質層の Si を璧開していたためと

予想する。今回は未改質層を薄くしたため、低パワー

による改質層の膨張でも未改質層の Si を璧開できた

と予想している。 
 今回検討した条件により、平滑な断面形状とブレー

キングによるチッピング防止とを両立し、チップ寸法

精度の向上が期待できる。 
 
4. その他・特記事項（Others） 
 ステルスダイサーのステージの送り速度の設定範

囲には制限があった。150 mm/s 以上の高速でステー

ジを動作させると、装置揺れが隣接装置の動作不良を

おこす。また 20 mm/s 以下の速度ではソフト上のエ

ラーが発生する。 
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